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(57) Abstract: The invention relates to an optoelectronic semiconductor component (1), comprising; - at least one optoelectronic
semiconductor chip (2), - a carrier element (3), which has at least one first connection element (4) and at least one second connection
clement (5) for the electrical contacting of the optoelectronic semiconductor component (1) from outside, the at least one optoelectronic
semiconductor chip (2) being disposed on the carrier element (3) and being electrically connected to one first and one second connection
clement (4, 5) of the carrier element (3), - a housing (6), which extends at least partly around the at least one optoelectronic semiconductor
chip (2). The optoelectronic semiconductor component (1) has a polygonal, non-rectangular base area (G). The invention further relates
to a method for producing at least one optoelectronic semiconductor component (1).

(57) Zusammenfassung: Es wird ein optoelektronisches Halbleiterbauteil (1) angegeben umfassend: - zumindest einen optoelektroni-
schen Halbleiterchip (2), - ein Trdgerelement (3), das zumindest ein erstes Anschlusselement (4) und zumindest ein zweites Anschluss-
clement (5) zur elektrischen Kontaktierung des optoelektronischen Halbleiterbauteils (1) von aulien aufweist, wobei der zumindest eine
optoelektronische Halbleiterchip (2) an dem Trigerelement (3) angeordnet und mit einem ersten und zweiten Anschlusselement (4, 5)
des Tragerelements (3) elektrisch leitend verbunden ist, - eine Einhausung (6), die den zumindest einen optoelektronischen Halbleiter-
chip (2) zumindest teilweise umgibt, wobei das optoelektronische Halbleiterbauteil (1) einen polygonalen, nicht-rechteckigen Grundriss
(G) aufweist. Ferner wird ein Verfahren zur Herstellung zumindest eines optoelektronischen Halbleiterbauteils (1) angegeben.

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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Beschreibung

OPTOELEKTRONISCHES HALBLEITERBAUTEIL UND DESSEN
VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG

Es werden ein optoelektronisches Halbleiterbauteil und ein
Verfahren zu dessen Herstellung angegeben. Beispielsweise
handelt es sich bei dem optoelektronischen Halbleiterbauteil

um ein oberfliachenmontierbares Halbleiterbauteil.

Es sind Halbleiterbauteile bekannt, die einen rechteckigen
Grundriss aufweisen. Der rechteckige Grundriss ist oftmals
durch die Herstellungs- beziehungsweise Vereinzelungsmethode
bedingt, mit welcher die Halbleiterbauteile hergestellt
werden. Beispielsweise konnen die Halbleiterbauteile mittels
Sdgen entlang gerader Trennlinien aus einem Verbund
vereinzelt werden. Ferner wird eine GroBe der Bauteile wvon
einem Platzbedarf fiir Drahtkontakte und Trenngraben
mitbestimmt. Durch die beschriebenen Gegebenheiten sind die
Bauteile meist relativ groB ausgefilhrt. GroBe Bauteile
verursachen jedoch hohere Herstellungskosten und einen

groReren Platzbedarf in der Anwendung beim Kunden.

Eine zu losende Aufgabe besteht vorliegend darin, ein

fladchenoptimiertes optoelektronisches Halbleiterbauteil
anzugeben. Eine weitere zu ldsende Aufgabe besteht darin, ein
Verfahren zur Herstellung eines flachenoptimierten

optoelektronischen Halbleiterbauteils anzugeben.

Diese Aufgaben werden unter anderem durch ein

optoelektronisches Halbleiterbauteil und ein Verfahren zur
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Herstellung eines optoelektronischen Halbleiterbauteils mit

den Merkmalen der unabhdngigen Anspriiche gelost.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform eines
optoelektronischen Halbleiterbauteils umfasst dieses
zumindest einen optoelektronischen Halbleiterchip. Weiterhin
umfasst das optoelektronische Halbleiterbauteil ein
Tragerelement, an oder auf dem der zumindest eine

optoelektronische Halbleiterchip angeordnet ist.

Das Trédgerelement kann zur elektrischen Kontaktierung des
optoelektronischen Halbleiterbauteils zumindest ein erstes
Anschlusselement und zumindest ein zweites Anschlusselement
aufweisen, wobeil der zumindest eine optoelektronische
Halbleiterchip mit einem ersten und zweiten Anschlusselement
des Tréagerelements elektrisch leitend verbunden ist.
Insbesondere dient das erste Anschlusselement als
elektrischer Kontakt einer ersten Polaritat, wahrend das
zwelte Anschlusselement als elektrischer Kontakt einer
zwelten, von der ersten verschiedenen Polaritat dient.
Vorzugswelse ist das optoelektronische Halbleiterbauteil
mittels eines ersten und zweiten Anschlusselements von aullen

elektrisch kontaktierbar.

Ferner weist das optoelektronische Halbleiterbauteil eine
Einhausung auf, die den zumindest einen optoelektronischen
Halbleiterchip zumindest teilweise umgibt. Insbesondere
befindet sich die Einhausung an Oberflachen des
Halbleiterchips, die nicht von dem Tragerelement bedeckt

sind.

Mit Vorteil weist das optoelektronische Halbleiterbauteil

einen polygonalen, nicht-rechteckigen Grundriss auf.
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Insbesondere weist der Grundriss eine polygonale Form auf,
die dazu geeignet ist, mehrere optoelektronische
Halbleiterbauteile liickenlos aneinanderzureihen. In anderen
Worten erfolgt ein Ubergang zwischen zweil aneinandergereihten
Halbleiterbauteilen im Wesentlichen ohne Liicke, wobeil es
aufgrund von Fertigungsschwankungen und Rauheiten zu im
Verhaltnis zur GroBe der Halbleiterbauteile kleinen Liicken

kommen kann.

Vorliegend ist unter dem ,Grundriss"™ eine zweidimensionale
Abbildung eines Elementes, etwa des Halbleiterbauteils, in
eine Montageebene des optoelektronischen Halbleiterbauteils
entlang einer quer, insbesondere senkrecht zur Montageebene

verlaufenden Bauteilachse zu verstehen.

GemdR zumindest einer Ausfihrungsform ist der Grundriss des
optoelektronischen Halbleiterbauteils sechseckig.
Vorzugsweise entspricht der Grundriss einem gleichseitigen,
besonders bevorzugt einem regelmaBigen Sechseck. Diese Form
ermdglicht nicht nur eine lickenlose Aneinanderreihung der
Halbleiterbauteile, sondern auch eine Reduzierung der
Bauteilflache beziehungsweise Produktionsflache, wie im
Zusammenhang mit den Figuren nachfolgend nadher erlautert

wird.

Weiterhin kann der Grundriss des optoelektronischen
Halbleiterbauteils der Form eines Teils eines Sechsecks
entsprechen. Insbesondere kann das Sechseck in identische
Stiicke aufgeteilt werden, etwa in zweli identische Finfecke
oder in zwel beziehungsweise sechs identische, nicht-
rechteckige Vierecke oder in sechs beziehungsweise zwolf

identische Dreiecke. Der Grundriss des optoelektronischen
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Halbleiterbauteils kann also auch einem Dreieck, einem nicht-

rechteckigen Viereck oder einem Finfeck entsprechen.

GemdR zumindest einer Ausfihrungsform weist das Tragerelement
einen polygonalen, nicht-rechteckigen Grundriss auf.
Insbesondere weist das Trédgerelement einen Grundriss auf, der
dem Grundriss des optoelektronischen Halbleiterbauteils
hinsichtlich der Form und vorzugsweise auch der GroéBe
entspricht und damit die bereits im Zusammenhang mit dem
Grundriss des optoelektronischen Halbleiterbauteils
beschriebenen Merkmale aufweist. Das Trédgerelement kann eine
prismatische Gestalt aufweisen. Insbesondere sind dabei eine
erste und zweite Hauptflache des Tragerelements, die sich im
Wesentlichen parallel zu einer Montageebene des
Halbleiterbauteils erstrecken, vieleckig, beispielsweise

dreieckig, viereckig, fiunfeckig oder sechseckig, ausgebildet.

Vorzugsweise handelt es sich bei dem Tragerelement um eine
strukturierte Schicht oder Schichtenfolge. Bei der
Strukturierung der zunachst durchgehenden Schicht oder
Schichtenfolge werden das erste und zweite Anschlusselement
erzeugt, die durch einen Zwischenraum voneinander beabstandet
sind. Weiter bevorzugt ist die Schicht oder Schichtenfolge
aus zumindest einem Metall und/oder einer Metallverbindung
gebildet. Dabei kommen fir das Tragerelement insbesondere
lotbare Metalle oder Metallverbindungen mit zumindest einem
der folgenden Materialien in Frage: Cu, Ti, Pt, Au. Weiterhin
kann das Tragerelement eine Spiegelschicht enthalten, die auf
einer dem Halbleiterchip zugewandten Seite des Tragerelements
angeordnet ist. Die Spiegelschicht kann beispielsweise Ag

enthalten oder daraus bestehen.
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Ferner weist die Einhausung gemaR zumindest einer
Ausflihrungsform des optoelektronischen Halbleiterbauteils
einen polygonalen, nicht-rechteckigen Grundriss auf.
Insbesondere weist die Einhausung einen Grundriss auf, der
dem Grundriss des optoelektronischen Halbleiterbauteils
beziehungsweise Tragerelements hinsichtlich der Form und
vorzugswelse auch der GroBe entspricht und damit die bereits
im Zusammenhang mit dem Grundriss des optoelektronischen
Halbleiterbauteils beschriebenen Merkmale aufweist.
Insbesondere ragt die Einhausung lateral, das heiBt in
Richtungen parallel zur der Montageebene, im Wesentlichen,
das heiBlt im Rahmen tblicher Herstellungstoleranzen, nicht

Uber das Tragerelement hinaus.

Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung weist die Einhausung
eine Schicht oder mehrere {ibereinander angeordnete Schichten
auf, die auf das Tragerelement aufgebracht ist/sind. Bei der
FEinhausung handelt es sich also vorzugsweise nicht um ein
selbsttragendes Element, sondern um ein formschliissig auf dem
Trdgerelement angeordnetes Element. Fiir die Einhausung kommen
Kunststoffmaterialien wie etwa Silikone, Epoxide oder
Epoxidharze in Frage. Weiterhin kann die Einhausung Partikel,
etwa Konverterpartikel zur Wellenldngenkonversion eines Teils
einer vom Halbleiterchip emittierten Strahlung und/oder
reflektierende Partikel zur Umlenkung eines Teils der vom
Halbleiterchip emittierten Strahlung und/oder absorbierende
Partikel zur Absorption eines Teils der vom Halbleiterchip

emittierten Strahlung enthalten.

GemdR einer bevorzugten Ausgestaltung weist die Schicht oder
welsen die Schichten der Einhausung jeweils zumindest eine

nach innen gewdlbte Seitenfl&che auf.



10

15

20

25

30

WO 2022/100976 PCT/EP2021/079178

Eine vorteilhafte Ausgestaltung sieht vor, dass die
Einhausung einen ersten Bereich und einen zweiten, an den
ersten Bereich angrenzenden Bereich aufweist, wobei der erste
und zweite Bereich aus unterschiedlichen Materialien gebildet
sind. Der erste und zweite BRereich kdnnen verschiedene
Funktionalitadten aufweisen und entsprechend dafiir geeignete
Materialien aufweisen. Die konkrete Ausgestaltung des ersten
und zweiten Bereichs richtet sich beispielsweise danach,
welche Art von Abstrahlcharakteristik, beispielse eine
isotrope oder anisotrope Abstrahlcharakteristik, bei dem
Halbleiterbauteil gewiinscht ist. Vorzugsweise handelt es sich
bei dem ersten Bereich um einen als erstes erzeugten Bereich
und bei dem zweiten Bereich um einen nachfolgend erzeugten

Bereich.

Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung wird der zweite BRereich
in Draufsicht auf das Halbleiterbauteil von dem ersten
Bereich umschlossen. Das heiBt, der erste Bereich ist dem
zwelten Bereich ausgehend vom Halbleiterchip lateral
nachgeordnet. Insbesondere ist der zweite Bereich in einer
Kavitat des ersten Bereichs angeordnet. Die Kavitat kann
einen konstanten Durchmesser oder einen sich in Richtung des
Trdgerelements verjiingenden Durchmesser aufweisen. Dabei kann
der erste Bereich vertikal, das heiBt senkrecht zur
Montageebene, Uber den zweiten Bereich hinausragen. Es ist
jedoch auch moglich, dass der erste und zweite Bereich biindig
miteinander abschlieRen. Weiterhin kann der zweite RBRereich
ber den ersten Bereich hinausragen. Der zweite Bereich kann

dabei konvex gekrimmt sein.

Der erste Bereich kann beispielsweise strahlungsdurchléssig
ausgebildet sein. Dabei kann der zweite Bereich ein

wellenl&ngenkonvertierender oder reflektierender Bereich
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sein. Hierbeil ist der Halbleiterchip mit Vorteil in dem

zwelten Bereich angeordnet.

Weiterhin kann der erste Bereich ein reflektierender oder
strahlungsabsorbierender Bereich sein. Dabei kann der zweite
Bereich strahlungsdurchlassig ausgebildet sein. Hierbei ist
der Halbleiterchip mit Vorteil in dem ersten Rereich

angeordnet.

Eine andere Variante sieht vor, dass der zweite Bereich auf
dem ersten Bereich angeordnet ist. Dabei kann der erste
Bereich ein reflektierender oder strahlungsabsorbierender
Bereich sein, wahrend der zweite Bereich vorzugsweise
strahlungsdurchlédssig ist. Der Halbleiterchip ist hierbei mit

Vorteil in dem ersten Bereich angeordnet.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform weist die Einhausung
auf ihrer von dem Tragerelement abgewandten Vorderseite einen
Abstandshalter auf. Vorzugsweise steht der Abstandshalter auf
der von dem Tragerelement abgewandten Vorderseite der
FEinhausung aus einer Hauptfldche der Einhausung hervor. Dabei
kann der Abstandstandhalter in Draufsicht auf die Vorderseite
umlaufend oder punktuell angeordnet sein. Weiter bevorzugt
wird/werden das erste und/oder zweite Verbindungsmittel von
dem Abstandshalter lateral nicht iberdeckt. Der
Abstandshalter kann das/die Verbindungsmittel bei der Montage
des Halbleiterbauteils vor mechanischen Belastungen schiitzen.
Insbesondere schiitzt der Abstandshalter bei Druck von oben,
indem Krafte von oben mittels des Abstandshalters an dem/den

Verbindungsmittel (n) vorbeil geleitet werden.

GemdlR zumindest einer Ausfihrungsform umfasst der

Halbleiterchip einen Halbleiterkdrper sowie einen ersten und
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zweiten Anschlusskontakt zur elektrischen Kontaktierung des
Halbleiterkorpers. Insbesondere weist der Halbleiterkdrper
eine erste Hauptfldche und eine der ersten Hauptflédche
gegeniiberliegende zweite Hauptfldche sowie mindestens eine
Seitenflache auf, welche die erste Hauptflache mit der
zwelten Hauptflache verbindet. An der zweiten Hauptfléache

kann der Halbleiterchip mit dem Tragerelement verbunden sein.

Der Halbleiterchip beziehungsweise Halbleiterkdrper kann eine
prismatische Gestalt aufweisen. Insbesondere sind dabei die
erste und zweite Hauptfldche vieleckig, beispielsweise
dreieckig, viereckig, insbesondere rechteckig, oder
sechseckig, ausgebildet. Dabei kann sich die dreidimensionale
Form des Halbleiterchips von der dreidimensionalen Form des

optoelektronischen Halbleiterbauteils unterscheiden.

Insbesondere kann der optoelektronische Halbleiterchip einen
Grundriss aufweisen, der sich von dem Grundriss des
optoelektronischen Halbleiterbauteils unterscheidet.
Beispielsweise kann der optoelektronische Halbleiterchip
einen rechteckigen, insbesondere quadratischen, Grundriss
aufweisen. Es ist jedoch auch denkbar, dass der
Halbleiterchip einen dreieckigen oder sechseckigen Grundriss

aufweist.

GemdlR zumindest einer Ausfihrungsform umfasst der
Halbleiterkdrper ein Tragersubstrat sowlie einen ersten und
zweliten Halbleiterbereich unterschiedlicher Leitfahigkeit,
die auf dem Tragersubstrat angeordnet sind, und eine zwischen
dem ersten und zweiten Halbleiterbereich angeordnete aktive
Zone. Beispielsweise handelt es sich bei dem Tragersubstrat
um ein Aufwachssubstrat, auf dem der erste und zweite

Halbleiterbereich epitaktisch abgeschieden sind. Unter
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"epitaktisch auf dem Aufwachssubstrat abgeschieden” versteht
man im vorliegenden Zusammenhang, dass das Aufwachssubstrat
zur Abscheidung und/oder zum Aufwachsen des ersten und
zweliten Halbleiterbereichs dient. Beispielsweise steht der
zwelte Halbleiterbereich mit dem Aufwachssubstrat in direktem
Kontakt. Das Aufwachssubstrat kann nach dem Aufwachsen des
ersten und zweiten Halbleiterbereichs im Halbleiterkorper
verbleiben oder abgeldst werden. Insbesondere weist der erste
Halbleiterbereich eine p-Leitfahigkeit auf, wahrend der
zwelite Halbleiterbereich eine n-Leitfahigkeit aufweist. Der
erste Halbleiterbereich kann an der ersten Hauptflache und
der zweite Halbleiterbereich an der zweiten Hauptflache

angeordnet sein.

Flir den ersten und zweiten Halbleiterbereich des
Halbleiterkdrpers kommen vorzugsweise auf Nitrid-
Verbindungshalbleitern basierende Materialien in Betracht.
JAuf Nitrid-Verbindungshalbleitern basierend™ bedeutet im
vorliegenden Zusammenhang, dass zumindest eine Schicht der
Halbleiterbereiche ein Nitrid-III/V-
Verbindungshalbleitermaterial, vorzugsweise Al GapIni—n-mN
umfasst, wobeli 0 <n <1, 0 <£m <1 undn + m < 1. Dabei muss
dieses Material nicht zwingend eine mathematisch exakte
Zusammensetzung nach obiger Formel aufweisen. Vielmehr kann
es einen oder mehrere Dotierstoffe sowie zusatzliche
Bestandteile aufweisen, die die charakteristischen
physikalischen Eigenschaften des Al ,GapIni ,.N-Materials im
Wesentlichen nicht &dndern. Der Einfachheit halber beinhaltet
obige Formel jedoch nur die wesentlichen Bestandteile des
Kristallgitters (Al, Ga, In, N), auch wenn diese teilweise

durch geringe Mengen weiterer Stoffe ersetzt sein kdnnen.
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Das Trager- beziehungsweise Aufwachssubstrat umfasst oder
besteht vorzugsweise aus Saphir, SiC und/oder GaN. Ein
Saphirsubstrat ist transparent flr kurzwellige sichtbare

Strahlung, insbesondere im blauen bis griinen Bereich.

Bei dem Halbleiterbauteil handelt es sich vorzugswelse um ein
Strahlung emittierendes Bauelement, wobei die aktive Zone zur
Erzeugung von elektromagnetischer Strahlung vorgesehen ist.
Unter dem Begriff ,elektromagnetische Strahlung“ versteht man
vorliegend insbesondere eine infrarote, sichtbare und/oder
ultraviolette Strahlung. Im BRetrieb tritt vorzugsweise ein
Teil der erzeugten Strahlung durch die erste Hauptflache des
Halbleiterkdrpers hindurch. Ein weiterer Teil der Strahlung
kann durch die mindestens eine Seitenflache des

Halbleiterkdrpers ausgekoppelt werden.

Bei dem Halbleiterchip kann es sich um einen Volumenemitter,
der die erzeugte Strahlung im Wesentlichen isotrop abgibt,
oder um einen Oberfl&dchenemitter handeln, der die erzeugte
Strahlung im Wesentlichen anisotrop, insbesondere an der
ersten Hauptflache, abgibt. Auch bei dem Halbleiterbauteil
kann es sich um einen Volumenemitter oder Oberflédchenemitter

handeln.

Der erste und zweite Anschlusskontakt kdénnen auf derselben
Oberflédche, beispielsweise auf der ersten oder zweiten
Hauptflache, oder auf verschiedenen Oberfldchen, zum Beispiel
auf der ersten und zweiten Hauptflache, angeordnet sein. Der
optoelektronische Halbleiterchip ist vorzugswelse mittels
eines ersten Verbindungsmittels mit dem ersten
Anschlusselement und mittels eines zweiten Verbindungsmittels
mit dem zweiten Anschlusselement elektrisch leitend

verbunden. Bel dem ersten und zweiten Verbindungsmittel kann
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es sich jeweils um einen Bonddraht oder eine elektrisch
leitende Verbindungsschicht, insbesondere eine planare,
elektrisch leitende Verbindungsschicht (sog. ,planar

interconnect™), handeln.

Zumindest das erste Anschlusselement, mit dem der
optoelektronische Halbleiterchip elektrisch leitend verbunden
ist, kann von dem optoelektronischen Halbleiterchip teilweise
lateral iUberdeckt werden. Beispielsweise kann der
optoelektronische Halbleiterchip vollstandig auf dem ersten
Anschlusselement angeordnet sein und dieses teilweise
bedecken. Weiterhin ist es moglich, dass der
optoelektronische Halbleiterchip teilweise auf dem ersten und
teilweise auf dem zweiten Anschlusselement angeordnet ist und
den Zwischenraum zwischen dem ersten und zweiten
Anschlusselement Uberspannt, wobei jeweils ein Teil der

Anschlusselemente von dem Halbleiterchip bedeckt ist.

Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung weist das
optoelektronische Halbleiterbauteil eine Begrenzungsschicht
auf, welche das Tréadgerelement auf seiner von dem
optoelektronischen Halbleiterchip abgewandten Seite teilweise
bedeckt. Insbesondere sind das erste und zweite
Anschlusselement bereichsweise unbedeckt von der
Begrenzungsschicht. Vorzugsweise handelt es sich bei der
Begrenzungsschicht um eine Lotstoppschicht, die beim Aufldten
des Halbleiterbauteils auf einen Montagetréager,
beispielsweise eine Leiterplatte, ein VerflieBen eines

Lotmaterials verhindern soll.

Gemdfl zumindest einer Ausfihrungsform weist das
Halbleiterbauteil mehrere optoelektronische Halbleiterchips

auf. Insbesondere weist das Halbleiterbauteil hierbei auch
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mehrere erste und/oder zweite Anschlusselemente auf.
Vorzugsweise emittieren zumindest zwei der Halbleiterchips im

Betrieb Strahlung verschiedener Farbe.

Das nachfolgend beschriebene Verfahren ist fir die
Herstellung eines oben beschriebenen optoelektronischen
Halbleiterbauteils oder einer Mehrzahl von oben beschriebenen
optoelektronischen Halbleiterbauteilen geeignet. Im
Zusammenhang mit dem Halbleiterbauteil beschriebene Merkmale
kénnen daher auch fir das Verfahren herangezogen werden und

umgekehrt.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform eines Verfahrens zur
Herstellung zumindest eines optoelektronischen
Halbleiterbauteils umfasst dieses folgende Schritte:

- Bereitstellen eines Tragers,

- Aufbringen einer Schicht oder Schichtenfolge auf den
Trager,

- Strukturierung der Schicht oder Schichtenfolge derart, dass
zumindest ein Tragerelement ausgebildet wird, das zumindest
ein erstes Anschlusselement und zumindest ein zweites
Anschlusselement aufweist,

- Anordnen zumindest eines optoelektronischen Halbleiterchips
auf dem Tragerelement,

- elektrisch leitendes Verbinden des optoelektronischen
Halbleiterchips mit einem ersten und zweiten Anschlusselement
des Tragerelements,

- Erzeugen zumindest einer Einhausung, die den zumindest
einen optoelektronischen Halbleiterchip zumindest teilweise
umgibt, durch Aufbringen einer oder mehrerer Schichten, wobei
die eine Schicht oder mehreren Schichten einer Struktur
folgend aufgebracht werden oder nach dem Aufbringen

strukturiert werden.
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Vorzugswelse werden die Verfahrensschritte in der angegebenen

Reihenfolge durchgefihrt.

sEiner Struktur folgend“ bedeutet hierbei insbesondere, dass
die Schicht oder mehreren Schichten nicht durchgehend,

sondern mit Unterbrechungen aufgebracht werden.

Die Schicht oder Schichtenfolge kann, wie bereits weiter oben
im Zusammenhang mit dem Tragerelement erwdahnt, aus zumindest

einem Metall und/oder einer Metallverbindung gebildet werden.

Fiir den Trager kommen verschiedene Varianten in Frage.
Beispielsweise kann es sich bei dem Tr&ger um einen Glas-,
Keramik- oder Metalltrager handeln. Der Metalltrdger kann zum
Beispiel Stahl, FeNi, Mo oder MoCu enthalten oder daraus
bestehen. Ferner kann es sich bei dem Trager um eine

Leiterplatte (sog. ,PCBY) handeln.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform ist zwischen dem Trager
und dem Tréagerelement eine Adhdsionsschicht angeordnet, die
bei der Herstellung eine mechanische Verbindung zwischen dem
Trdger und dem Trédgerelement vermittelt. Vorzugswelse handelt
es sich beil der Adh&asionsschicht um eine ldsbare Schicht, die
beispielsweise mittels eines Laser-Lift-0Off-Verfahrens oder
eines Peel-0Off-Verfahrens von dem Tragerelement abgeldst
werden kann. Im Falle einer Abldosung durch ein Laser-Lift-
Off-Verfahren kommt vorzugsweise ein Siliziumnitrid fiir die
Adhadsionsschicht in Frage. Im Falle einer Abldsung durch ein
Peel-0Off-Verfahren eignet sich insbesondere ein Polymer wie

Polydimethylsiloxan ¢(,PDMS"™) flir die Adhasionsschicht.
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Die Schicht oder Schichtenfolge zur Erzeugung des zumindest
einen Tragerelements kann durchgehend, das heifllt
unterbrechungsfrei, auf den Trager aufgebracht und
anschlieBend strukturiert werden. Die Strukturierung der
Schicht oder Schichtenfolge erfolgt vorzugsweise mittels

Fotolithografie.

Nach der Herstellung der Tragerelemente liegen diese mit
Vorteil vereinzelt auf dem Trager vor, so dass durch Abldsen
des Trédgers eine Selbstvereinzelung der zugehdrigen

Halbleiterbauteile stattfinden kann.

Gemal zumindest einer Ausfilhrungsform wird zum Erzeugen der
Einhausung eines der folgenden Verfahren verwendet:

Lithografie, additive Fertigung.

Bei der Herstellung mittels Lithografie wird die Einhausung
vorzugswelise aus einer einzigen Schicht eines
Ausgangsmaterials erzeugt, wobeil die Schicht nach dem

Aufbringen strukturiert wird.

Bei der Herstellung mittels additiver Fertigung wird die
Einhausung vorzugsweise aus mehreren Schichten eines
Ausgangsmaterials erzeugt, wobei die Schichten besonders
bevorzugt jeweils nach dem Aufbringen strukturiert werden.
Bei der additiven Fertigung kommt vorzugsweise ein

stereolithografisches Verfahren zum Einsatz.

Vorzugswelse wird als Ausgangsmaterial filir die Einhausung
beziehungsweise flr die Schicht oder Schichten der Einhausung
ein fotostrukturierbares Material, etwa ein Fotolack, zum
Beispiel ein Negativlack, verwendet. Der Negativlack vernetzt

an den Stellen, die belichtet werden. Da die Belichtung von
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oben erfolgt, nimmt aufgrund der Lichtabsorption die
Vernetzung nach unten ab. Beim Entwickeln wird das weniger
stark vernetzte Material unten entfernt und fihrt zu einem
Unterschnitt. Entsprechend kann die Einhausung an einem
Seitenrand einen Unterschnitt beziehungsweise zumindest eine

nach innen gewdlbte Seitenfldche aufweisen.

Vorteilhaftweise liegen nach der Fertigstellung einer
Mehrzahl von Einhausungen eine Mehrzahl von
optoelektronischen Halbleiterbauteilen ohne weiteren
Vereinzelungsschritt als separate Bauteile auf dem Tréager

vor.

Der Trager kann zur Vereinzelung der optoelektronischen
Halbleiterbauteile abgeldst werden. Alternativ kann vor der
Vereinzelung ein Zwischentradger auf die Vorderseiten der
Einhausungen aufgebracht und der Trédger abgeldst werden. Auf
der Seite des abgeldsten Tragers kann eine Begrenzungsschicht
auf das Tragerelement oder die Tragerelemente aufgebracht
werden, welche diese(s) auf ihrer/seiner von dem
optoelektronischen Halbleiterchip abgewandten Seite teilweise
bedeckt. Zur Vereinzelung der optoelektronischen

Halbleiterbauteile wird dann der Zwischentrager abgeldst.

Das optoelektronische Halbleiterbauteil eignet sich besonders
fir die Allgemeinbeleuchtung, fiir Fahrzeuganwendungen, fir

Displays, Sensoranwendungen und Signaleinrichtungen.

Weitere Vorteile, vorteilhafte Ausfiihrungsformen und
Weiterbildungen ergeben sich aus den im Folgenden in
Verbindung mit den Figuren beschriebenen

Ausfihrungsbeispielen.
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Es zeigen:

Figur 1A eine schematische Querschnittsansicht und Figur 1R
eine schematische Draufsicht eines Verbunds von
optoelektronischen Halbleiterbauteilen gemaB einem ersten

Ausflihrungsbeispiel,

Figuren 2A bis 5A schematische Querschnittsansichten sowie
Figuren 2B bis 5B schematische Draufsichten verschiedener
Schritte eines Verfahrens zur Herstellung eines wie in den
Figuren 6A bis 6C dargestellten optoelektronischen

Halbleiterbauteils gemd&B einem zweiten Ausfihrungsbeispiel,

Figur 7A eine schematische Draufsicht einer Vorderseite,
Figur 7B eine schematische Querschnittsansicht und Figur 7C
eine schematische Draufsicht einer Rilickseite eines
optoelektronischen Halbleiterbauteils gemdB einem dritten

Ausflihrungsbeispiel,

Figur 8A eine schematische Querschnittsansicht und Figur 8RB
eine schematische Draufsicht eines Verbunds von
optoelektronischen Halbleiterbauteilen gemaR einem vierten

Ausflihrungsbeispiel,

Figur 9A eine schematische Querschnittsansicht und Figur 9B
eine schematische Draufsicht eines Verbunds von
optoelektronischen Halbleiterbauteilen gemaR einem finften

Ausflihrungsbeispiel,

Figuren 10 bis 15 schematische Querschnittsansichten von
optoelektronischen Halbleiterbauteilen gemaR weiteren

Ausfihrungsbeispielen,
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Figur 16A eine schematische Draufsicht eines
Vergleichsbeispiels eines optoelektronischen
Halbleiterbauteils und Figur 16B eine schematische Draufsicht
eines hier beschriebenen optoelektronischen

Halbleiterbauteils,

Figur 17 eine Tabelle, welche flir verschiedene
Chipkantenlédngen Produktionsfldchen und Flachenersparnis des
hier beschriebenen Halbleiterbauteils gegeniiber dem

Vergleichsbeispiel darstellt,

Figuren 18 bis 21 schematische Draufsichten wvon
optoelektronischen Halbleiterbauteilen gemaR weiteren

Ausfihrungsbeispielen,

Figuren 22A bis 22H verschiedene Ausfihrungsbeispiele von
Grundrissen eines vorliegend beschriebenen optoelektronischen

Halbleiterbauteils.

In den Ausfihrungsbeispielen und Figuren k&énnen gleiche,
gleichartige oder gleich wirkende Elemente Jjeweils mit
denselben Bezugszeichen versehen sein. Die dargestellten
Elemente und deren GroRenverhdltnisse untereinander sind
nicht notwendigerweise als maBstabsgerecht anzusehen;
vielmehr konnen einzelne Elemente zur besseren
Darstellbarkeit und/oder zum besseren Verstandnis ibertrieben

groll dargestellt sein.

Figuren 1A und 1B zeigen mehrere optoelektronische
Halbleiterbauteile 1 gemaB einem ersten Ausfithrungsbeispiel,
die im Verbund vorliegen, wobei die optoelektronischen
Halbleiterbauteile 1 auf einem gemeinsamen Tréager 12

angeordnet sind.
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Die optoelektronischen Halbleiterbauteile 1 weisen jeweils
einen optoelektronischen Halbleiterchip 2 auf. Weiterhin
umfasst das jeweilige optoelektronische Halbleiterbauteil 1
ein Tragerelement 3, auf dem der optoelektronische

Halbleiterchip 2 angeordnet ist.

Das Trédgerelement 3 weist ein erstes Anschlusselement 4 und
ein zwelites Anschlusselement 5 auf, wobei der
optoelektronische Halbleiterchip 2 mittels eines ersten
Verbindungsmittels 7, bei dem es sich um einen Bonddraht
handelt, mit dem ersten Anschlusselement 4 und mittels eines
zweliten Verbindungsmittels 8, bei dem es sich ebenfalls um
einen Bonddraht handelt, mit dem zweiten Anschlusselement 5
elektrisch leitend verbunden ist. Insbesondere handelt es
sich bei dem ersten Anschlusselement 4 um eine Anode und bei
dem zweiten Anschlusselement 5 um eine Kathode des

Halbleiterbauteils 1.

Der optoelektronische Halbleiterchip 2 umfasst einen
Halbleiterkdrper 9 sowie einen ersten, insbesondere
parabelfdrmigen, und zweiten, insbesondere geradlinigen,
Anschlusskontakt 10, 11, wobei das erste Verbindungsmittel 7
an dem ersten Anschlusskontakt 10 und das zweite
Verbindungsmittel 8 an dem zweiten Anschlusskontakt 11
angebracht ist. Insbesondere handelt es sich bei dem ersten
Anschlusskontakt 10 um eine Anode und bei dem zweiten

Anschlusskontakt 11 um eine Kathode des Halbleiterchips 2.

Der erste und zweite Anschlusskontakt 10, 11 sind auf einer
ersten Hauptfladche 9A des Halbleiterkdrpers 9 angeordnet. An

einer zweiten, der ersten Hauptflache 9A gegenliberliegenden
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Hauptflache 9B ist der Halbleiterkorper 9 beziehungsweise

Halbleiterchip 2 mit dem Tragerelement 3 verbunden.

Ferner weist das optoelektronische Halbleiterbauteil 1 eine
Einhausung 6 auf, die den optoelektronischen Halbleiterchip 2
teilwelse umgibt, wobei die Einhausung 6 auf der ersten
Hauptflache 9A sowie auf Seitenfl&chen 9C des
Halbleiterkdrpers 9 beziehungsweise Halbleiterchips 2

angeordnet ist.

Bei den Halbleiterbauteilen 1 handelt es sich um Strahlung
emittierende Bauelemente, wobei der Halbleiterkdrper 9
Jewelils eine aktive Zone aufweist, die zur Erzeugung von
elektromagnetischer Strahlung vorgesehen ist. Unter dem
Begriff "elektromagnetische Strahlung" versteht man
vorliegend insbesondere eine infrarote, sichtbare und/oder
ultraviolette elektromagnetische Strahlung. Im Betrieb tritt
vorzugsweise ein Teil der erzeugten Strahlung durch die erste
Hauptflache 9A des Halbleiterkorpers 9 hindurch. Ein weiterer
Teil der Strahlung kann durch die Seitenfldchen 9C des
Halbleiterkorpers 9 ausgekoppelt werden. Vorzugsweise handelt
es sich bei den Halbleiterbauteilen 1 um Volumenemitter mit

isotroper Abstrahlcharakteristik.

Wie aus Figur 1B hervorgeht, weisen die optoelektronischen
Halbleiterbauteile 1 jeweils einen sechseckigen Grundriss G
auf. Diese Grundrissform ist mit Vorteil dafiir geeignet, die
optoelektronischen Halbleiterbauteile 1 lickenlos
aneinanderzureihen. Vorliegend ist unter dem ,Grundriss G“
eine zweidimensionale Abbildung eines Elements, etwa des
Halbleiterbauteils 1, in eine Montageebene E des

optoelektronischen Halbleiterbauteils 1 entlang einer dquer,
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insbesondere senkrecht zur Montageebene E verlaufenden

Bauteilachse A zu verstehen.

Der Halbleiterchip 2 beziehungsweise Halbleiterkdrper 9 kann
eine quaderfodrmige Gestalt und ferner einen rechteckigen
Grundriss G aufweisen, so dass sich die Grundrissform des
Halbleiterchips 2 von der Grundrissform des

optoelektronischen Halbleiterbauteils 1 unterscheidet.

Weiterhin weist das Tré&gerelement 3 einen sechseckigen
Grundriss G auf, wobei der Grundriss G des Tragerelements 3
dem Grundriss G des optoelektronischen Halbleiterbauteils 1
in seiner Form und vorzugsweise auch in seiner GroBRe

entspricht.

Vorzugsweise handelt es sich bei dem Tragerelement 3 um eine
strukturierte Schichtenfolge, wobei das Tragerelement 3 eine
dem Trédger 12 zugewandte erste, vorzugsweise lotbare Schicht
3A und eine von dem Trager 12 abgewandte, zweite Schicht 3B,
die vorzugswelise eine Spiegelschicht ist, aufweist. Beil der
Strukturierung der zunédchst durchgehenden Schichtenfolge
werden das erste und zweilte Anschlusselement 4, 5 erzeugt,
die durch einen Zwischenraum S voneinander beabstandet sind.
Dabei weisen das erste und zweite Anschlusselement 4, 5

Jeweils einen flinfeckigen Grundriss G auf.

Vorzugsweise wird die Strukturierung mittels Lithografie
durchgefiihrt, wodurch der Zwischenraum S mit einer mdglichst
kleinen Breite B zwischen insbesondere 50 pm und 100 um
hergestellt werden kann. Eine moglichst kleine Breite B

reduziert Strahlungsverluste im Zwischenraum S.
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Die Schichten 3A, 3B sind vorzugsweise aus zumindest einem
Metall und/oder einer Metallverbindung gebildet, wobei fiir
die 1dtbare Schicht 3A beispielsweise eine TiPtAu-Verbindung
und fir die Spiegelschicht 3B beispielsweise Ag in Frage

kommt.

Bei dem ersten Ausfiihrungsbeispiel ist der optoelektronische
Halbleiterchip 2 teilweise auf dem ersten und teilweise auf
dem zweiten Anschlusselement 4, 5 angeordnet, wobei der
Halbleiterchip 2 den Zwischenraum S zwischen dem ersten und
zwelten Anschlusselement 4, 5 iberspannt und jeweils ein Teil
der Anschlusselemente 4, 5 von dem Halbleiterchip 2 bedeckt

ist.

Ferner weist die Einhausung 6 einen sechseckigen Grundriss G
auf, wobel der Grundriss G der Einhausung 6 insbesondere
hinsichtlich der Form und vorzugsweise auch der GroBe dem
Grundriss G des optoelektronischen Halbleiterbauteils 1 und
dem Grundriss G des Tragerelements 3 entspricht. Dabei ragt
die Einhausung 6 lateral, das heiRt in Richtungen parallel
zur der Montageebene E, im Wesentlichen, das heiBlt im Rahmen
iblicher Herstellungstoleranzen, nicht {iber das Tragerelement
3 hinaus und schlieBt vorzugsweise bindig mit dem

Tragerelement 3 ab.

Die Einhausung 6 kann aus einer Schicht oder mehreren
ibereinander angeordneten Schichten gebildet sein, die auf
den Halbleiterchip 2 und das Tragerelement 3 aufgebracht
ist/sind. Fir die Einhausung 6 kommen Kunststoffmaterialien
wie etwa Silikone, Epoxide oder Epoxidharze in Frage.
Weiterhin kann die Einhausung 6 Konverterpartikel zur
Wellenl&ngenkonversion eines Teils der vom Halbleiterkorper 9

emittierten Strahlung enthalten.
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Die Halbleiterbauteile 1 sind durch Trennbereiche T
voneinander getrennt, deren Breiten 2t moglichst klein sind,
vorzugsweise zwischen 50 pm und 100 pm. Beim konventionellen
Sagen werden Ublicherweise Blattbreiten von 100 oder gar 200
um verwendet. Herstellungstechnisch lassen sich die geringen
Breiten 2t insbesondere durch den Einsatz lithografischer
oder stereolithografischer Verfahren bei der Erzeugung der
FEinhausungen 6 realisieren. Infolgedessen kdnnen die
Produktionsflachen P2 der Halbleiterbauteile 1 verkleinert

und damit die Herstellungskosten gesenkt werden.

In Verbindung mit den Figuren 2 bis 5 werden verschiedene
Schritte eines Verfahrens zur Herstellung eines

optoelektronischen Halbleiterbauteils 1 naher erlautert.

Zunadchst wird ein Trager 12 bereitgestellt, auf den eine
Schichtenfolge 3A, 3B aufgebracht wird, die den Trager 12
zundchst insbesondere durchgehend bedeckt und anschlieBend
strukturiert wird (vgl. Figuren 2A und 2B). Vorteilhaft ist
die Verwendung eines besonders grolien Tragers 12,
beispielsweise mit einer Fl&dche von 300 mm x 450 mm, um eine

kostenginstige Produktion zu erm&glichen.

Bei dem Trager 12 kann es sich um einen Glas-, Keramik- oder
Metalltrdger handeln. Der Metalltrager kann zum Beispiel
Stahl, FeNi, Mo oder MoCu enthalten oder daraus bestehen.
Ferner kann es sich bei dem Trédger 12 um eine Leiterplatte

(sog. ,,PCBY) handeln.

Flir die Schichtenfolge 3A, 3B kommen die bereits in
Verbindung mit den Figuren 1A und 1B genannten Materialien in

Frage.
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Die Schichtenfolge 3A, 3B wird derart strukturiert, dass
mehrere sechseckige Tragerelemente 3 ausgebildet werden, die
Jjewelils ein erstes, beispielsweise finfeckiges
Anschlusselement 4 und ein zweites, beispielsweise
fiinfeckiges Anschlusselement 5 aufweisen, die durch einen
Zwischenraum S voneinander dgetrennt sind. Ferner sind jeweils
zwel benachbarte Tragerelemente 3 durch einen Trennbereich T
voneinander getrennt. Hinsichtlich der Merkmale des
Zwischenraums S und des Trennbereichs T wird auf die im
Zusammenhang mit dem ersten Ausfiihrungsbeispiel gemachten
Ausfiithrungen verwiesen. Die Strukturierung der Schichtenfolge
3A, 3B erfolgt bei diesem Ausfihrungsbeispiel insbesondere

mittels Fotolithografie.

Zwischen dem Trager 12 und der Schichtenfolge 3A, 3B
beziehungsweise den Tragerelementen 3 ist eine
Adh&dsionsschicht 13 angeordnet, die bei der Herstellung eine
mechanische Verbindung zwischen dem Trédger 12 und der
Schichtenfolge 3A, 3B beziehungsweise den Tragerelementen 3
vermittelt. Vorzugsweise handelt es sich bei der
Adh&sionsschicht 13 um eine l&sbare Schicht, die
beispielsweise mittels eines Laser-Lift-0Off-Verfahrens oder
eines Peel-0ff-Verfahrens von der Schichtenfolge 3A, 3B
beziehungsweise den Tradgerelementen 3 abgeldst werden kann.
Im Falle einer Abldsung durch ein Laser-Lift-0ff-Verfahren
kommt vorzugsweise ein Siliziumnitrid fir die
Adhasionsschicht 13 in Frage. Im Falle einer Abldsung durch
ein Peel-0ff-Verfahren eignet sich insbesondere ein Polymer

wie Polydimethylsiloxan (,PDMS"Y) fir die Adhasionsschicht 13.

In einem nadchsten Schritt wird auf den Tragerelementen 3

Jeweils ein Halbleiterchip 2 angeordnet. Die Halbleiterchips
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2 kénnen jeweils mittels einer Verbindungsschicht 14, bei der
es sich zum Beispiel um eine gestempelte, gedruckte oder
fototechnisch strukturierte Klebeschicht handelt, an dem
zugehtrigen Tradgerelement 3 befestigt werden. Weiterhin
werden die Halbleiterchips 2 jeweils mittels eines ersten und
zweliten Verbindungsmittels 7, 8 mit dem ersten und zweiten
Anschlusselement 4, 5 des Tragerelements 3, auf dem sie
angeordnet sind, elektrisch leitend verbunden (vgl. Figuren
3A und 3B). Bei den Verbindungsmitteln 7, 8 handelt es sich

hier um Bonddrahte.

In einem weiteren Schritt werden Einhausungen 6 erzeugt, die
Jjewelils einen optoelektronischen Halbleiterchip 2 teilweise
umgeben (vgl. Figuren 4A und 4B). Die Einhausungen 6 kdnnen
dabeil aus einer einzigen Schicht eines Ausgangsmaterials
erzeugt werden, wobeil die Schicht nach dem Aufbringen
fotolithografisch strukturiert wird. Vorzugsweise handelt es
sich bei dem Ausgangsmaterial um ein fotostrukturierbares
Material, etwa einen Negativlack, was an einem Seitenrand
jeder Einhausung 6 zu einem Unterschnitt beziehungsweise
einer oder mehreren nach innen gewdlbten Seitenflachen 6R
fithren kann. Der Negativlack vernetzt an den Stellen, die
belichtet werden. Da die Belichtung von oben erfolgt, nimmt
aufgrund der Lichtabsorption die Vernetzung nach unten ab.
Beim Entwickeln wird das weniger stark vernetzte Material

unten entfernt, was zu einem Unterschnitt fiuhrt.

Vorteilhaftweise liegen nach der Fertigstellung der
Einhausungen 6 die optoelektronischen Halbleiterbauteile 1
als einzelne Bauteile auf dem Trager 12 vor. Insbesondere
sind die Trennbereiche T frei vom Material der Tragerelemente

3 und Einhausungen 6.
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Zur Herstellung einer Mehrzahl von Halbleiterbauteilen 1
gemal dem ersten Ausfihrungsbeispiel wird nach dem in den
Figuren 4A und 4B dargestellten Schritt der Tréager 12
abgeldst, was zur Vereinzelung der optoelektronischen

Halbleiterbauteile 1 fihrt.

Alternativ kann, wie in den Figuren 5A und 5B dargestellt,
vor der Abldsung des Tragers 12 beziehungsweise vor der
Vereinzelung ein Zwischentrédger 15 auf Vorderseiten der
Einhausungen 6 aufgebracht werden. Nach Abldsung des Tragers
12 kann auf die Trédgerelemente 3 jewells eine
Begrenzungsschicht 16 aufgebracht werden, welche diese auf
ihrer von dem optoelektronischen Halbleiterchip 2 abgewandten
Seite teilwelise bedeckt. Wie die in Figur 5B dargestellte
Draufsicht der Riickseite der Halbleiterbauteile 1 zeigt,
umsaumt die Begrenzungsschicht 16 das Tragerelement 3 und
bedeckt den Zwischenraum S zwischen den Anschlusselementen 4,
5. Insbesondere ist die Begrenzungsschicht 16 reflektierend
ausgebildet, so dass Strahlungsverluste in dem Zwischenraum S
reduziert werden konnen. In diesem Fall ist eine breitere
Ausgestaltung des Zwischenraums S insbesondere mit einer
Breite B von mehr als 200 pm vorteilhaft, um die
Oberflédchenmontage des Halbleiterbauteils 1 zu ermdglichen.
Vorzugsweise handelt es sich beil der Begrenzungsschicht 16 um

einen weiBen Lotstopplack.

Zur Vereinzelung der optoelektronischen Halbleiterbauteile 1

wird der Zwischentrager 15 abgeldst.

Figuren 6A (Querschnittsansicht), 6B (Draufsicht der
Vorderseite) und 6C (Draufsicht der Rickseite) zeigen

verschiedene Ansichten eines optoelektronischen
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Halbleiterbauteils 1, das gemal dem vorausgehend

beschriebenen Verfahren hergestellt werden kann.

Fiir das optoelektronische Halbleiterbauteil 1 gelten
insbesondere die bereits im Zusammenhang mit dem ersten
Ausflihrungsbeispiel gemachten Ausfiihrungen. Im Vergleich zu
dem ersten Ausfilhrungsbeispiel weist das optoelektronische
Halbleiterbauteil 1 gemaRl dem zweiten Ausflhrungsbeispiel
zusatzlich eine Begrenzungsschicht 16 auf, welche das
Tradgerelement 3 auf seiner von dem optoelektronischen
Halbleiterchip 2 abgewandten Seite teilweise bedeckt.
Insbesondere wird das Tragerelement 3 am Seitenrand und im
Bereich des Zwischenraums S von der Begrenzungsschicht 16
bedeckt. Vorzugsweise handelt es sich bei der
Begrenzungsschicht 16 um eine Lotstoppschicht, die beim
Aufloten des Halbleiterbauteils 1 auf einen Montagetrager,
beispielsweise eine Leiterplatte, ein VerflieBen eines
Lotmaterials verhindern soll. Besonders bevorzugt hat die
Begrenzungsschicht 16 reflektierende Eigenschaften, so dass

Strahlungsverluste an der Rickseite reduziert werden konnen.

Figuren 7A (Draufsicht der Vorderseite), 7B
(Querschnittsansicht) und 7C (Draufsicht der Riickseite)
zeigen verschiedene Ansichten eines optoelektronischen
Halbleiterbauteils 1 gemaB einem dritten Ausfihrungsbeispiel.
Im Unterschied zu dem ersten und zweiten Ausfliihrungsbeispiel
welst der Halbleiterchip 2 seine beiden Anschlusskontakte 10,
11 an der dem Tragerelement 3 zugewandten Hauptfldche 9B des
Halbleiterkorpers 9 auf. Vorzugsweise handelt es ich bei dem
Halbleiterchip 2 um einen Flip-Chip, bei dem insbesondere der
erste Halbleiterbereich des Halbleiterkdrpers 9 an der
zwelten Hauptflache 9B und der zweite Halbleiterbereich an

der ersten Hauptflache 9A angeordnet ist.
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Die beiden Anschlusskontakte 10, 11 sind jeweils mittels
eines Verbindungsmittels 7, 8 (nicht dargestellt), bei dem es
sich hier insbesondere um eine Verbindungsschicht handelt,
mit dem zugehorigen Anschlusselement 4, 5 elektrisch leitend

verbunden.

Ferner unterscheidet sich der Halbleiterchip 2 gemaB dem
dritten Ausfihrungsbeispiel durch seine dem Tragerelement 3
und der Einhausung 6 entsprechende, sechseckige Grundrissform
von den rechteckigen Grundrissformen gemdRl dem ersten und

zweliten Ausfiihrungsbeispiel.

Figuren 8A und 8B zeigen verschiedene Ansichten eines
Verbunds von optoelektronischen Halbleiterbauteilen 1 gemilR
einem vierten Ausfihrungsbeispiel. Im Unterschied zu den
vorausgehenden Ausfiihrungsbeispielen weist die Einhausung 6
einen ersten Bereich 61 und einen zweiten, an den ersten
Bereich 61 angrenzenden Bereich 62 auf, wobei der erste und
zwelte Bereich 61, 62 aus unterschiedlichen Materialien
gebildet sind. Der erste Bereich 61 ist vorzugsweise
strahlungsdurchlédssig, das heiBt transluzent, ausgebildet.
Weiterhin ist der zweite Bereich 62 mit Vorteil ein
wellenl&ngenkonvertierender Bereich. Der Halbleiterchip 2 ist
in dem zweiten Bereich 62 angeordnet, wobei ein Teil der von
dem Halbleiterchip 2 emittierten Strahlung den zweiten
Bereich 62 durchlauft und zumindest teilweise
wellenl&ngenkonvertiert wird, bevor die Strahlung in den
ersten Bereich 61 gelangt und aus dem Halbleiterbauteil 1

auskoppeln kann.

Der zweite Bereich 62 ist in Draufsicht auf das

Halbleiterbauteil 1 von dem ersten Bereich 61 umschlossen
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(vgl. Figur 8B). Das heiBt, der erste Bereich 61 ist dem
zwelten Bereich 62 ausgehend vom Halbleiterchip 2 lateral
nachgeordnet. Der zweite Bereich 62 ist in einer Kavitat des
ersten Bereichs 61 angeordnet, wobeil die Kavitat einen im
Wesentlichen, das heiBft im Rahmen tUblicher
Herstellungstoleranzen, konstanten Durchmesser aufweist.
Hierbei ragt der erste Bereich 61 vertikal, das heiBt
senkrecht zur Montageebene, iber den zweiten Bereich 62

hinaus.

Insbesondere der erste Bereich 61, gegebenenfalls auch der
zwelite Bereich 62 der Einhausung 6 ist aus mehreren
Ubereinander angeordneten Schichten 60A, 60B, 60C, 60D
gebildet, die jeweils auf das Tragerelement 3 aufgebracht
sind. Beispielsweise kann die Einhausung 6 mittels additiver
Fertigung erzeugt werden, wobei die Schichten 60A, 60B, 60C,
60D jeweils nach dem Aufbringen strukturiert werden. Hierbei
wird als Ausgangsmaterial fir die Schichten 60A, 60B, 60C,
60D insbesondere ein fotostrukturierbares Material,
vorzugsweise ein Negativlack verwendet, der an einem
Seitenrand Jjeder Schicht 60A, 60B, 60C, 60D zu einem
Unterschnitt beziehungsweise mehreren nach innen gewdlbten
Seitenflachen 6B fihrt. Bel der additiven Fertigung kommt

vorzugsweise ein stereolithografisches Verfahren zum Einsatz.

Die Einhausung 6 weist auf ihrer von dem Tragerelement 3
abgewandten Vorderseite einen Abstandshalter 17 auf, der
insbesondere aus der Schicht 60D gebildet ist. Der
BAbstandshalter 17 steht an der Vorderseite aus einer
Hauptflache 6A der Einhausung 6 hervor und ist in Draufsicht
auf die Vorderseite umlaufend angeordnet (vgl. Figur 8B).
Dabel werden das erste und zweite Verbindungsmittel 7, 8 wvon

dem Abstandshalter 17 lateral nicht Uberdeckt. Der
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Abstandshalter 17 kann die Verbindungsmittel 7, 8 bei der
Montage des Halbleiterbauteils 1 vor mechanischen
Belastungen, insbesondere vor Druck von oben, wie es bei der
Oberfladchenmontage der Fall ist, schiitzen und die
einwirkenden Krafte seitlich ableiten, so dass die Bonddrahte

nicht verbogen werden.

Figuren 9A und 9B zeigen verschiedene Ansichten eines
Verbunds von optoelektronischen Halbleiterbauteilen 1 gemilR
einem finften Ausfihrungsbeispiel. Im Unterschied zu dem
vierten Ausfiihrungsbeispiel weist die Kavitat des ersten
Bereichs 61, in welcher der zweite Bereich 62 angeordnet ist,
einen sich in Richtung des Tragerelements 3 verjilingenden
Durchmesser auf. Hierbei kann der zweite Bereich 62
reflektierend und insbesondere aus einem weiBen Verguss
gebildet sein. Weiterhin kann der erste Bereich 61

strahlungsdurchlassig sein.

Bei dem Halbleiterchip 2 handelt es sich vorzugsweise um
einen oberfldchenemittierenden Chip, der einen wesentlichen
Teil der erzeugten Strahlung an der ersten Hauptfldche 9A
emittiert. Der Halbleiterchip 2 ist auf dem ersten
Anschlusselement 4 angeordnet und mittels eines
Verbindungsmittels 7, insbesondere einer Verbindungsschicht,
an seinem ersten Anschlusskontakt 10 (nicht dargestellt) mit
diesem elektrisch leitend verbunden. Dabei wird das erste
Anschlusselement 4 von dem ganzen optoelektronischen
Halbleiterchip 2 teilweise lateral iberdeckt. Weiterhin weist
der Halbleiterchip 2 auf der ersten Hauptflache 9A einen
zwelten Anschlusskontakt 11 auf, der mittels eines
Verbindungsmittels 8, insbesondere einem Bonddraht, mit dem

zweliten Anschlusselement 5 elektrisch leitend verbunden ist.
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Bei den in den Figuren 10 bis 12 dargestellten
Ausfihrungsbeispielen handelt es sich wie bei dem fiinften
Ausfihrungsbeispiel vorzugsweise um einen
oberflédchenemittierenden Chip. Allerdings ist der
Halbleiterchip 2 im ersten Bereich 61 der Einhausung 6
angeordnet. Dabei ist der erste Bereich 61 reflektierend und
insbesondere aus einem weiBen Verguss gebildet, wahrend der
zwelte Bereich 62 strahlungsdurchlédssig ist. Im Unterschied
zu dem vierten Ausfiihrungsbeispiel erfolgt bei diesen
optoelektronischen Halbleiterbauteilen 1 eine anisotrope
Abstrahlung, insbesondere in vertikaler Richtung V, wahrend
das optoelektronische Halbleiterbauteil 1 gemdR dem vierten
Ausfihrungsbeispiel eine isotrope Abstrahlcharakteristik

aufweist.

Bei dem in Figur 10 dargestellten Ausfihrungsbeispiel
schlieBlen der erste und zweite Bereich 61, 62 an der

Vorderseite des Halbleiterbauteils 1 bilindig miteinander ab.

Bei dem in Figur 11 dargestellten Ausfiihrungsbeispiel ist der

zwelite Bereich 62 auf dem ersten Bereich 61 angeordnet.

Bei dem in Figur 12 dargestellten Ausfiihrungsbeispiel ist der
zwelte Bereich 62 in einer Kavitat des ersten Bereichs 61,
die einen sich in Richtung des Tragerelements 3 verjlingenden
Durchmesser aufweist, angeordnet und ragt lber den ersten
Bereich 61 hinaus. Der zweite Bereich 62 ist dabei konvex
gekrimmt und weist insbesondere die Wirkung einer Linse auf.
Der erste Bereich 61 weist mit Vorteil eine die Kavitat
umrandende Stoppschicht 61A auf, die bei der Herstellung des
zweliten Bereichs 62, vorzugsweise mittels Dispensen, eine
Ausbreitung eines flr die Herstellung des zweiten Bereichs 62

verwendeten Materials gezielt einschrankt.
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Bei dem in Figur 13 dargestellten Ausfiihrungsbeispiel weist
der Halbleiterchip 2, bei dem es sich vorzugsweise um einen
oberfldchenemittierenden Chip handelt, auf der ersten
Hauptflache SA ein Konversionselement 18, etwa ein
Keramikplattchen, zur Wellenladngenkonversion der von dem
Halbleiterkdrper 9 emittierten Strahlung auf. Dabei ist der
Halbleiterchip 2 in dem zweiten Bereich 62 angeordnet, der
sich in einer Kavitat des ersten Bereichs 61 befindet. Die
Einhausung 6 kann wie im Zusammenhang mit dem vierten
Ausflihrungsbeispiel beschrieben hergestellt werden, wobei der
Zzwelte Bereich 62 vorzugsweise aus einem reflektierenden
Material, zum Beispiel einer weiBen Fillung, gebildet wird.
Das optoelektronische Halbleiterbauteil 1 weist insbesondere
eine isotrope Abstrahlcharakteristik auf. Im Ubrigen gelten
die zu den vorherigen Ausfilhrungsbeispielen gemachten

Ausfihrungen.

Bei dem in Figur 14 dargestellten Ausfiihrungsbeispiel ist der
Halbleiterchip 2, bei dem es sich vorzugsweise um einen
oberfldchenemittierenden Chip handelt, in dem ersten Bereich
61 der Einhausung 6 angeordnet. Der erste Bereich 61 enthalt
absorbierende Partikel zur Absorption eines Teils der vom
Halbleiterkdrper 9 emittierten Strahlung. Weiterhin ist der
zwelte Bereich 62 der Einhausung 6 auf dem ersten Bereich 61
angeordnet und als vorzugsweise strahlungsdurchlassiger
Abstandshalter 17 ausgebildet. Die beiden Bereiche 61, 62
kénnen jeweils schichtweise mittels Stereolithografie erzeugt
werden. Im Ubrigen gelten die zu den vorherigen

Ausflihrungsbeispielen gemachten Ausfihrungen.

Bei dem in Figur 15 dargestellten Ausfiihrungsbeispiel weist

das Halbleiterbauteil 1 im Unterschied zu dem in Figur 14
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dargestellten Ausfilhrungsbeispiel ein ebenes zweites
Verbindungsmittel 8, ein sog. ,planar interconnect™, auf. Der
spPlanar interconnect™ ist den elektrischen Kontakten beim

sog. ,eWLPY (embedded wafer level packaging) gleichzusetzen.

Vorzugsweise ist das Verbindungsmittel 8 in den zweiten
Bereich 62 der Einhausung 6 eingebettet, wobei der zweite
Bereich 62 als durchgehende, ebene Schicht auf dem ersten
Bereich 61 angeordnet ist. Im Ubrigen gelten die zu den
vorherigen Ausfilhrungsbeispielen, insbesondere die zu Figur

14 gemachten Ausfihrungen.

Figur 16A zeigt eine schematische Draufsicht eines
quadratischen Halbleiterbauteils 1 und Figur 16B eine
schematische Draufsicht eines sechseckigen Halbleiterbauteils
1, die jeweils eine Grund- beziehungsweise Chipfladche C1
beziehungsweise C2, die grobBenmaRig insbesondere der ersten
und zweiten Hauptfldche 9A, 9B entsprechen, und eine
Bauteilflache D1 beziehungsweise D2 aufweisen, wobei die
Bauteilflache D1, D2 um einen fir die Verbindungsmittel 7, 8
bendtigten Platz gegeniilber der Chipflache Cl, C2 vergrolert
ist. Die Bauteilfl&dche D1, D2 entspricht insbesondere der
GroRle des Grundrisses G. Eine fir das jeweilige Bauteil 1
bendtigte Produktionsflache Pl, P2 ergibt sich aus der
Bauteilfldche D1, D2 plus der Breite t des Trennbereichs T.

Die Produktionsfldche Pl des quadratischen Halbleiterbauteils

1 1l&sst sich nun wie folgt berechnen:
P1=(Cl+2b)2

w

wobel ,a%“ eine Kantenldnge des quadratischen Halbleiterchips
2 und ,b"“ einen Abstand der Chipkanten vom Rand des

Trennbereichs T angibt.
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Weiterhin lasst sich die Produktionsflache P2 des
sechseckigen Halbleiterbauteils 1, bei dem es sich um ein

regelmaBiges Sechseck handelt, wie folgt berechnen:

P, = 2v/3(r + b)?

wobel ,r“ einer Hbohe der in dem sechseckigen Halbleiterchip 2
enthaltenen gleichseitigen Dreiecke und ,r + b“ einer H&he
der in dem sechseckigen Halbleiterbauteil 1 enthaltenen

gleichseitigen Dreiecke entspricht.

Bei gleich groBen Chipfladchen, also fir Cl = C2, gilt:

a

23

In der in Figur 17 dargestellten Tabelle sind fiir drei
verschiedene Ausfiihrungsbeispiele eines Halbleiterchips,
dessen Kantenldnge beim ersten Ausfihrungsbeispiel a = 0,3 mm
(vgl. erste Tabellenzeile), beim zweiten Ausflihrungsbeispiel
a = 0,5 mm (zweite Tabellenzeile) und beim dritten
Ausfihrungsbeispiel a = 1,0 mm (vgl. dritte Tabellenzeile)
betragt, wahrend der Abstand b gleich bleibt und 0,5 mm
betragt, die verschiedenen Produktionsflachen P1 fiir das in
Figur 16A dargestellte guadratische Halbleiterbauteil sowie
die verschiedenen Produktionsflédchen P2 fir das in Figur 16B
dargestellte sechseckige Halbleiterbauteil gemdR den oben

genannten Formeln angegeben.

Wie das Verhdltnis der Produktionsflachen P2/P1
beziehungsweise 1-P2/P1 zeigt, kann mittels der sechseckigen

Bauteilflache beziehungsweise mittels des sechseckigen
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Q

Grundrisses eine Flachenersparnis von mindestens 6,8 %

erzielt werden.

Bei den in den Figuren 18 bis 21 dargestellten
Ausfihrungsbeispielen weisen die optoelektronischen
Halbleiterbauteile 1 mehrere Halbleiterchips 2A, 2B, 2C auf,
wobel zumindest zwei der Halbleiterchips 2A, 2B, 2C im
Betrieb Strahlung verschiedener Farbe emittieren.
Vorzugsweise emittieren die optoelektronischen

Halbleiterbauteile 1 im Betrieb weiRes Licht.

Bei dem in Figur 18 dargestellten Ausfiihrungsbeispiel weist
das Trédgerelement 3 einen sechseckigen Grundriss und mehrere
erste und mehrere zweite Anschlusselemente 4, 5 auf, die
durch Zwischenrdume S voneinander beabstandet sind. Dabei
sind die Halbleiterchips 2A, die vorzugsweise rote und
infrarote Strahlung emittieren, auf einem gemeinsamen ersten
Anschlusselement 4 angeordnet und Jjeweils mittels eines
zweliten Verbindungsmittels 8, insbesondere eines Bonddrahts,
mit einem separaten zweiten Anschlusselement 5 elektrisch
leitend verbunden. Ferner ist der andersfarbige
Halbleiterchip 2B, beispielsweise grin, auf einem separaten
zweiten Anschlusselement 5 angeordnet und mittels eines
ersten Verbindungsmittels 7, insbesondere eines Bonddrahts,
mit einem separaten ersten Anschlusselement 4 elektrisch
leitend verbunden. Bei diesem Ausfihrungsbeispiel sind die
Halbleiterchips 2A, 2B jeweils separat elektrisch

ansteuerbar.

Bei dem in Figur 19 dargestellten Ausflihrungsbeispiel sind
die Halbleiterchips 2A wie bei dem in Figur 18 dargestellten
Ausflihrungsbeispiel auf einem gemeinsamen ersten

Anschlusselement 4 angeordnet, wahrend der andersfarbige
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Halbleiterchip 2B auf einem separaten zweiten
Anschlusselement 5 angeordnet ist. Weiterhin sind die zweiten
Verbindungsmittel 8 der Halbleiterchips 2A mit demselben
zwelten Anschlusselement 5 elektrisch leitend verbunden und
damit parallel geschaltet. Der andersfarbige Halbleiterchip
2B 1st mittels des ersten Verbindungsmittels 7 mit dem ersten
Anschlusselement 4, auf dem die Halbleiterchips 2A angeordnet

sind, elektrisch leitend verbunden.

Bei dem in Figur 20 dargestellten Ausfiihrungsbeispiel weist
das optoelektronische Halbleiterbauteil 1 drei
verschiedenfarbige Halbleiterchips 2A, zum Beispiel rot, 2B,
zum Beispiel blau, 2C, zum Beispiel griin, auf, wobei die
Halbleiterchips 2A, 2B, 2C auf einem gemeinsamen ersten
Anschlusselement 4 angeordnet sind und mittels zweiten
Verbindungsmitteln 8 Jjeweils mit einem separaten zweiten
Anschlusselement 5 elektrisch leitend wverbunden sind, so dass
die Halbleiterchips 24, 2B, 2C getrennt elektrisch
ansteuerbar sind. Im Unterschied zu den in den Figuren 18 und
19 dargestellten Ausfiihrungsbeispielen ist das Tragerelement
3 nicht sechseckig, sondern dreieckig, wahrend die

Halbleiterchips 2A, 2B, 2C quadratisch sind.

Bei dem in Figur 21 dargestellten Ausflihrungsbeispiel sind
die verschiedenfarbigen Halbleiterchips 2A, 2B, 2C in
gleicher Weise verschaltet und angeordnet wie bei dem in
Figur 20 dargestellten Ausfiihrungsbeispiel. Allerdings weisen
die Halbleiterchips 24, 2B, 2C eine dreieckige Grundrissform

und das Tréagerelement 3 eine viereckige Grundrissform auf.

Die Figuren 22A bis 22H illustrieren mdgliche Grundrissformen
der hier beschriebenen optoelektronischen Halbleiterbauteile

1. Beispielsweise kann der Grundriss G ein Sechseck (vgl.
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Figur 22H), insbesondere ein regelmaBiges Sechseck (vgl.
Figur 22A7), ein durch Halbierung eines Sechsecks entlang
einer Symmetrieachse X entstandenes Viereck (vgl. Figuren 22B
und 22D), ein durch Halbierung eines Sechsecks entlang einer
Symmetrieachse X enstandenes Flinfeck (vgl. Figur 22C) oder
ein durch Zerteilung eines Sechsecks entlang mehrerer
Symmetrieachsen X entstandenes Dreieck (vgl. Figuren 22E und

22G) oder Viereck (vgl. Figur 22F) sein.

Die Erfindung ist nicht durch die Beschreibung anhand der
Ausflihrungsbeispiele beschrankt. Vielmehr umfasst die
Erfindung jedes neue Merkmal sowie jede Kombination wvon
Merkmalen, was insbesondere jede Kombination von Merkmalen in
den Patentanspriichen beinhaltet, auch wenn dieses Merkmal
oder diese Kombination selbst nicht explizit in den

Patentanspriichen oder Ausflihrungsbeispielen angegeben ist.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritadt der deutschen
Patentanmeldung 102020130211.8, deren Offenbarungsgehalt

hiermit durch Riickbezug aufgenommen wird.
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Bezugszeichenliste

1 optoelektronisches Halbleiterbauteil

2, 27, 2B, 2C optoelektronischer Halbleiterchip

3 Tragerelement

3A erste Schicht

3B zweite Schicht

4 erstes Anschlusselement

5 zweites Anschlusselement
6 Einhausung

6A Hauptflache

6B Seitenflache

7 erstes Verbindungsmittel
8 zweites Verbindungsmittel
9 Halbleiterkdrper

9A erste Hauptflache

9B zweite Hauptflache

9C Seitenflache

10 erster Anschlusskontakt
11 zweiter Anschlusskontakt
12 Trager

13 Adhasionsschicht

14 Verbindungsschicht

15 Zwischentrager

16 Begrenzungsschicht

17 Abstandshalter

18 Konversionselement

60A, 60B, 60C, 60D Schicht der Einhausung
61 erster Bereich der Einhausung
61A Stoppschicht

62 zweiter Bereich der Einhausung

a Kantenlédnge

PCT/EP2021/079178
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b Abstand

r Hohe

T Breite

A Bauteilachse

B Breite

Cl, C2 Chipflache
D1, D2 Bauteilfl&ache
E Montageebene

G Grundriss

P1, P2 Produktionsfl&che
S Zwischenraum

T Trennbereich

V vertikale Richtung

X Symmetrieachse

38
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Patentanspriiche

1. Optoelektronisches Halbleiterbauteil (1) umfassend
— zumindest einen optoelektronischen Halbleiterchip (2),

— ein Tragerelement (3), das zumindest ein erstes
Anschlusselement (4) und zumindest ein zweites
Anschlusselement (5) zur elektrischen Kontaktierung des
optoelektronischen Halbleiterbauteils (1) von auRen
aufweist, wobei der zumindest eine optoelektronische
Halbleiterchip (2) an dem Tradgerelement (3) angeordnet und
mit einem ersten und zweiten Anschlusselement (4, 5) des

Trdgerelements (3) elektrisch leitend verbunden ist,

— eine Einhausung (6), die den zumindest einen
optoelektronischen Halbleiterchip (2) zumindest teilweise
umgibt, wobei

das optoelektronische Halbleiterbauteil (1) einen

polygonalen, nicht-rechteckigen Grundriss (G) aufweist.

2. Optoelektronisches Halbleiterbauteil (1) gemdR dem
vorhergehenden Anspruch, wobei der Grundriss (G) eine
polygonale Form aufweist, die dazu geeignet ist, mehrere
optoelektronische Halbleiterbauteile (1) 1liickenlos

aneinanderzureihen.

3. Optoelektronisches Halbleiterbauteil (1) gemd&B einem der
vorhergehenden Anspriiche, wobei der Grundriss (G) sechseckig

ist oder der Form eines Teils eines Sechsecks entspricht.

4. Optoelektronisches Halbleiterbauteil (1) gemd&B einem der
vorhergehenden Anspriiche, wobei das Tragerelement (3) einen

polygonalen, nicht-rechteckigen Grundriss (G) aufweist.
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5. Optoelektronisches Halbleiterbauteil (1) gemd&B einem der
vorhergehenden Anspriiche, wobei die Einhausung (6) einen

polygonalen, nicht-rechteckigen Grundriss (G) aufweist.

6. Optoelektronisches Halbleiterbauteil (1) gemaR einem der
vorhergehenden Anspriiche, wobei die Einhausung (6) eine
Schicht oder mehrere lbereinander angeordnete Schichten (60A,
60B, 60C, 60D) aufweist, die auf das Tragerelement (3)

aufgebracht ist/sind.

7. Optoelektronisches Halbleiterbauteil (1) gem&B dem
vorhergehenden Anspruch, wobei die Schicht oder Schichten
(60A, ©60B, 60C, 60D) jewells zumindest eine nach innen

gewdlbte Seitenflédche (6B) aufweisen.

8. Optoelektronisches Halbleiterbauteil (1) gemaB einem der
vorhergehenden Anspriiche, wobei die Einhausung (6) einen
ersten Bereich (61) und einen zweiten, an den ersten Bereich
(61) angrenzenden Bereich (62) aufweist, und der erste und
zwelte Bereich (61, 62) aus unterschiedlichen Materialien

gebildet sind.

9. Optoelektronisches Halbleiterbauteil (1) gemaB einem der
vorhergehenden Anspriiche, wobei der zumindest eine
optoelektronische Halbleiterchip (2) mittels eines ersten
Verbindungsmittels (7) mit dem ersten Anschlusselement (4)
und mittels eines zweiten Verbindungsmittels (8) mit dem
zwelten Anschlusselement (5) elektrisch leitend verbunden
ist, und wobei die Einhausung (6) auf ihrer von dem
Trdgerelement (3) abgewandten Vorderseite einen
Abstandshalter (17) aufweist, der das erste und/oder zweite

Verbindungsmittel (7, 8) lateral nicht iberdeckt.
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10. Optoelektronisches Halbleiterbauteil (1) gemd@B einem der
vorhergehenden Anspriiche, wobeil zumindest das erste
Anschlusselement (4), mit dem der optoelektronische
Halbleiterchip (2) elektrisch leitend verbunden ist, von dem
optoelektronischen Halbleiterchip (2) zumindest teilweise

lateral Uberdeckt wird.

11. Optoelektronisches Halbleiterbauteil (1) gemd@B einem der
vorhergehenden Anspriiche, das eine Begrenzungsschicht (16)
aufweist, welche das Tragerelement (3) auf seiner von dem
optoelektronischen Halbleiterchip (2) abgewandten Seite

teilweise bedeckt.

12. Optoelektronisches Halbleiterbauteil (1) gemd@B einem der
vorhergehenden Anspriiche, wobei das Tragerelement (3) eine
strukturierte Schicht oder Schichtenfolge (3A, 3B) ist, die
aus zumindest einem Metall und/oder einer Metallverbindung

gebildet ist.

13. Optoelektronisches Halbleiterbauteil (1) gemd@B einem der
vorhergehenden Anspriiche, wobei der optoelektronische
Halbleiterchip (2) einen Grundriss (G) aufweist, der sich von
dem Grundriss (G) des optoelektronischen Halbleiterbauteils

(1) unterscheidet.

14. Verfahren zur Herstellung zumindest eines
optoelektronischen Halbleiterbauteils (1) gemdB einem der
vorhergehenden Anspriiche umfassend die Schritte:

- Bereitstellen eines Tragers (12),

- Aufbringen einer Schicht oder Schichtenfolge (3A, 3B) auf
den Trager (12),

- Strukturierung der Schicht oder Schichtenfolge (3A, 3B)

derart, dass zumindest ein Tragerelement (3) ausgebildet
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wird, das zumindest ein erstes Anschlusselement (4) und
zumindest ein zweites Anschlusselement (5) aufweist,

- Anordnen zumindest eines optoelektronischen Halbleiterchips
(2) auf dem Tragerelement (3),

- elektrisch leitendes Verbinden des optoelektronischen
Halbleiterchips (2) mit einem ersten und zweiten
Anschlusselement (4, 5) des Tragerelements (3),

- Erzeugen zumindest einer Einhausung (6), die den zumindest
einen optoelektronischen Halbleiterchip (2) zumindest
teilweise umgibt, durch Aufbringen einer oder mehrerer
Schichten (©60A, 60B, 60C, 60D), wobeil die eine Schicht oder
mehreren Schichten (60A, 60B, 60C, 60D) einer Struktur
folgend aufgebracht werden oder nach dem Aufbringen

strukturiert werden.

15. Verfahren gemdR dem vorhergehenden Anspruch, wobei zum
Erzeugen der Einhausung (6) eines der folgenden Verfahren

verwendet wird: Lithografie, additive Fertigung.

16. Verfahren gemaB einem der beiden vorhergehenden
Anspriche, wobeil nach der Fertigstellung einer Mehrzahl von
Einhausungen (6) eine Mehrzahl von optoelektronischen
Halbleiterbauteilen (1) ohne weiteren Vereinzelungsschritt

als separate Bauteile auf dem Trager (12) vorliegen.
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